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(57) Abstract: The invention relates to a semifinished product of a multi-junction solar cell, comprising a semiconductor body that
is designed as a first partial solar cell and has a first band gap, a semiconductor body that is designed as a second partial solar cell
and has a second band gap, wherein the first semiconductor body and the second semiconductor body form a bonded connection to a
tunnel diode and the first band gap is different from the second band gap, and a first substrate material designed as a substrate layer,
wherein a sacrificial layer is formed between the first substrate material and the first partial solar cell and the first substrate material
is removed from the first semiconductor body, the sacrificial layer being destroyed in the process.

(57) Zusammenfassung: Halbzeug einer Mehrtachsolarzelle mit einem als eine erste Teilsolarzelle ausgebildeten Halbleiterkorper,

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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aufweisend einem ersten Bandabstand, mit einem als einer zweiten Teilsolarzelle ausgebildeten Halbleiterkdrper aufweisend
einem zweiten Bandabstand, wobei der erste Halbleiterkdrper und der zweite Halbleiterkérper eine stoffschliissige Verbindung
mit einer Tunneldiode ausbilden und der erste Bandabstand unterschiedlich zu dem zweiten Bandabstand ausgebildet ist und
einem als Substratschicht ausgebildeten ersten Trégermaterial, wobei zwischen dem ersten Triagermaterial und der ersten
Teilsolarzelle eine Opferschicht ausgebildet ist und das erste Tragermaterial unter Zerstérung der Opferschicht von dem ersten
Halbleiterkdrper entfernt wird.



